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 要  旨 
ダイヤモンドは 5.5eV という大きなバンドギャップを持つ絶縁体である一方で、B などの特定
の不純物をドープする事で半導体化が可能であり、電子材料としての利用が期待されている。特
に、CVD でのヘテロエピタキシャル成長は、安価でかつ大面積なダイヤモンドの合成ができる可
能性を秘めているため、ダイヤモンドデバイスの実用化には必要な技術の一つであるといえる。
なかでも、Si を下地基板として利用した場合、コスト的な問題だけでなく既存の Si-LSI 技術を
用いた集積化への応用の可能性がある。そこで、本研究室では Si基板へのダイヤモンドヘテロエ
ピタキシャル成長の研究をおこなっている。 
本研究では、Si 基板上へのダイヤモンドの核発生処理において、原料ガスにモノメチルシラン
(Monomethyl Silane: MMSi)を加えることによって成長処理後に配向した(100)面が多く現れるよ
うなダイヤモンド膜を作製することに成功した。なかでも、マイクロ波出力を 400W、核発生処理
時間を 3 分間として、H2ガスに対して濃度 0.25%の MMSi を、バイアスの印加開始と同時に 10 秒
間添加(総添加量=0.083[cm3])したときに最も良く配向した(100)面が現れた。また、このときに
MMSi の総添加量を増やしたところ、MMSi の総添加量の増加とともに結晶のサイズが小さくなり、
粒形も崩れていった。さらに、マイクロ波出力を 500W、核発生処理時間を 2 分間として、H2ガス
に対して濃度 0.25%または 0.5%の MMSi を、バイアスの印加開始と同時に 10 秒間添加(総添加量
=0.083 または 0.17[cm3])した場合では、配向した(100)面が多く現れただけでなく、結晶サイズ
が大きくなり、結晶同士が結合しあっている部分も多く見られた。 
また、MMSi の総添加量に比例して核発生密度が増加することが分かった。MMSi の添加総量は最
大でも 1.0cm3と非常に少ないことから、MMSi によってダイヤモンド核そのものが生成されたり、
中間層としての SiC が生成されたりしていることは考えにくく、MMSi の添加を行うことで成長処
理後のダイヤモンド膜の配向性が向上したことから、MMSi は基板に配向したダイヤモンド核の発
生を促すトリガーのような働きをしていると考えられる。 
このほかに、核発生処理後の試料表面に銀を蒸着し SERS 測定を行うことによって、ダイヤモン
ド核の質の定性的評価を行った。その結果、MMSi の総添加量、核発生時間、マイクロ波出力によ
ってダイヤモンド核の質が変化することが分かった。MMSi の総添加量が増えるとアモルファスカ
ーボンが減少し、成長処理後のダイヤモンド結晶の配向性が向上するが、過剰添加ではグラファ
イト成分が増加し、結晶サイズが小さくなり粒形が崩れてしまったと考えられる。 
 
